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ｉｎｐｕｔｎｏｉｓｅｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙｉｓ２８．１ｐＡ／Ｈｚ１／２．ＴｈｅＤＮＦＦ
ＣＧｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＴＩＡｃａｎｂｅａｐｐｌｉｅｄｔｏｌｏｗｃｏｓｔ牞ｌｏｗｐｏｗ
ｅｒａｎｄｈｉｇｈｓｐｅｅｄｏｐｔｉｃａｌｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｓ．

４ ＦａｎＣｈｅｎ牞ＷａｎｇＲｏｎｇ牞ａｎｄＷａｎｇＺｈｉｇｏｎｇ　



Ｔａｂ．１　ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＣＭＯＳＵＷＢＴＩＡ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
ＣＭＯＳ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ／μｍ
ＺＴ／
ｄＢΩ

３ｄＢＢＷ／
ＧＨｚ

Ｃｏｒｅａｒｅａ／
ｍｍ２

ＰＤＣ／
ｍＷ

Ｉｎｏｉｓｅ／
牗ｐＡ·Ｈｚ－１／２）

Ｔｏｐｏｌｏｇｙ ＣＰＤ／ｐＦ
ＦｏＭ／（ＧＨｚ·ｄＢΩ·ｐＡ－１·
Ｈｚ１／２·ｍＷ－１·ｍｍ２）

Ｒｅｆ．［７］ ０．１８ ５５．０ ７ ０．１０００ １８．６ １７．５ Ｓｉｎｇｌｅ ０．３０ １１．８
Ｒｅｆ．［８］ ０．１３ ５０．１ ７ ０．０１６０ ７．５ ３１．３ Ｓｉｎｇｌｅ ０．２５ ９３．４
Ｒｅｆ．［９］ ０．１８ ４６．０ ４ ０．０３５０ １０．７ １０．０ Ｓｉｎｇｌｅ ０．２５ ４９．１
Ｒｅｆ．［１１］ ０．１３ ５５．３ ６ ０．０４００ ２．０ ２４．０ Ｓｉｎｇｌｅ ０．２５ １７２．８
Ｔｈｉｓｗｏｒｋ ０．１８ ４９．２ ９ ０．００３６ １４．６ ２８．１ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ ０．８３ ２９９．８

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ
［１］ＭｉｌｌｅｒＤ．Ｄｅｖｉｃｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｏｐｔｉｃａｌｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｓｔｏ
ｓｉｌｉｃｏｎｃｈｉｐｓ［Ｊ］．ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＩＥＥＥ，２００９，９７
（７）：１１６６ １１８５．ＤＯＩ：１０．１１０９／ｊｐｒｏｃ．２００９．２０１４２９８．

［２］ＨｕａｎｇＳＨ，ＣｈｅｎＷ Ｚ，ＣｈａｎｇＹＷ，ｅｔａｌ．Ａ１０Ｇｂ／ｓ
ＯＥＩＣｗｉｔｈｍｅｓｈｅｄｓｐａｔｉａｌｌｙｍｏｄｕｌａｔｅｄｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒｉｎ
０．１８μｍＣＭＯＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｊ］．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄ
ＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓ，２０１１，４６（５）：１１５８ １１６９．ＤＯＩ：１０．
１１０９／ＪＳＳＣ．２０１１．２１１６４３０．

［３］ＰａｎＱ，ＨｏｕＺＸ，ＬｉＹ，ｅｔａｌ．Ａ０．５ＶＰｗｅｌｌ／ＤｅｅｐＮ
ｗｅｌｌｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒｉｎ６５ｎｍＣＭＯＳｆｏｒｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ８５０
ｎｍｏｐｔｉｃａｌｒｅｃｅｉｖｅｒｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＰｈｏｔｏｎｉｃｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｌｅｔｔｅｒｓ，２０１４，２６（１２）：１１８４ １１８７．

［４］ＷｕＣＨ，ＬｅｅＣＨ，ＣｈｅｎＷ Ｓ，ｅｔａｌ．ＣＭＯＳｗｉｄｅｂａｎｄ
ａｍｐｌｉｆｉｅｒｓｕｓｉｎｇｍｕｌｔｉｐｌｅｉｎｄｕｃｔｉｖｅｓｅｒｉｅｓｐｅａｋｉｎｇｔｅｃｈ
ｎｉｑｕｅ［Ｊ］．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓ，２００５，
４０（２）：５４８ ５５２．

［５］ＡｎａｌｕｉＢ，ＨａｊｉｍｉｒｉＡ．Ｂａｎｄｗｉｄｔｈｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｆｏｒｔｒａｎ
ｓｉｍｐｅｄａｎｃｅａｍｐｌｉｆｉｅｒｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅ
Ｃｉｒｃｕｉｔｓ，２００４，３９（８）：１２６３ １２７０．ＤＯＩ：１０．１１０９／
ｊｓｓｃ．２００４．８３１７８３．

［６］ＬｕＺ，ＹｅｏＫＳ，ＬｉｍＷ Ｍ，ｅｔａｌ．ＤｅｓｉｇｎｏｆａＣＭＯＳ
ｂｒｏａｄｂａｎｄｔｒａｎｓｉｍｐｅｄａｎｃｅａｍｐｌｉｆｉｅｒｗｉｔｈａｃｔｉｖｅｆｅｅｄｂａｃｋ
［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＶｅｒｙＬａｒｇｅＳｃａｌｅＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ

（ＶＬＳＩ）Ｓｙｓｔｅｍｓ，２０１０，１８（３）：４６１ ４７２．ＤＯＩ：１０．
１１０９／ｔｖｌｓｉ．２００８．２０１２２６２．

［７］ＡｈｍａｄｉＰ，Ｈａｓｌｅｔｔ，ＪＷ，ＢｅｌｏｓｔｏｔｓｋｉＬ，ｅｔａｌ．１０Ｇｂ／ｓ
０．１３ＣＭＯＳｉｎｄｕｃｔｏｒｌｅｓｓｍｏｄｉｆｉｅｄＲＧＣｔｒａｎｓｉｍｐｅｄａｎｃｅ
ａｍｐｌｉｆｉｅｒ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＣｉｒｃｕｉｔｓａｎｄＳｙｓ
ｔｅｍｓⅠＲｅｇｕｌａｒＰａｐｅｒｓ，２０１５，６２（８）：１９７１ １９８０．

［８］ＣｈｅｎＤ，ＹｅｏＫＳ，ＳｈｉＸ，ｅｔａｌ．Ｃｒｏｓｓｃｏｕｐｌｅｄｃｕｒｒｅｎｔ
ｃｏｎｖｅｙｏｒｂａｓｅｄ ＣＭＯＳ ｔｒａｎｓｉｍｐｅｄａｎｃｅａｍｐｌｉｆｉｅｒｆｏｒ
ｂｒｏａｄｂａｎｄｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ
ＶｅｒｙＬａｒｇｅＳｃａｌｅＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ（ＶＬＳＩ）Ｓｙｓｔｅｍｓ，２０１３，２１
（８）：１５１６ １５２５．ＤＯＩ：１０．１１０９／ｔｖｌｓｉ．２０１２．２２１１０８６．

［９］ＭｏｍｅｎｉＯ，ＨａｓｈｅｍｉＨ，ＡｆｓｈａｒｉＥ．Ａ１０Ｇｂ／ｓｉｎｄｕｃｔｏｒ
ｌｅｓｓｔｒａｎｓｉｍｐｅｄａｎｃｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ
ＣｉｒｃｕｉｔｓａｎｄＳｙｓｔｅｍｓⅡ：ＥｘｐｒｅｓｓＢｒｉｅｆｓ，２０１０，５７（１２）：
９２６ ９３０．ＤＯＩ：１０．１１０９／ｔｃｓｉｉ．２０１０．２０８７９７１．

［１０］ＧｕＧＷ，ＺｈｕＥ，ＬｉｎＹ．Ｄｅｓｉｇｎｏｆ１０Ｇｂｉｔ／ｓｂｕｒｓｔｍｏｄｅ
ｔｒａｎｓｉｍｐｅｄａｎｃｅｐｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｒｆｏｒＰＯＮｓｙｓｔｅｍ［Ｊ］．Ｊｏｕｒ
ｎａｌｏｆＳｏｕｔｈｅａｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＥｎｇｌｉｓｈＥｄｉｔｉｏｎ），２０１２，２８
（４）：３９８ ４０３．

［１１］ＴａｇｈａｖｉＭ Ｈ，ＢｅｌｏｓｔｏｔｓｋｉＬ，ＨａｓｌｅｔｔＪＷ．ＡＣＭＯＳ
ｌｏｗｐｏｗｅｒｃｒｏｓｓｃｏｕｐｌｅｄｉｍｍｉｔｔａｎｃｅｃｏｎｖｅｒｔｅｒｔｒａｎｓｉｍ
ｐｅｄａｎｃｅａｍｐｌｉｆｉｅｒ［Ｊ］．ＩＥＥＥＭｉｃｒｏｗａｖｅａｎｄＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓＬｅｔｔｅｒｓ，２０１５，２５（６）：４０３ ４０５．ＤＯＩ：１０．
１１０９／ｌｍｗｃ．２０１５．２４２１２５３．
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